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（pVSBD）は HPHT 基板と遜色ないデバイス特性を持っており、Si 上ヘテロエピ薄膜ダイヤモンド基板
ならびにヘテロエピ薄膜法の有用性について実証した。本論文は、これら一連の項目について述べたも
のであり、以下に記す 7章の内容から構成されている。 

















 第 3 章では、本論文で使用した Si 上ヘテロエピ薄膜ダイヤモンド基板について述べている。基板の構
造は、直径約 10mm、厚さ 1mmの(001)面のリンドープ n型 Si基板上に中間層、イリジウム層を成膜し
た後、バイアス印加核生成（BEN）法によりダイヤモンド核を生成し、その後、プラズマ CVD 装置により、
ダイヤモンド膜を成膜したものと述べている。また、結晶性評価として X線回折法による(004)面半値幅は






 第 4 章では、この基板でのデバイスプロセスにあたる、ヘテロエピ薄膜法について述べている。作製す





 第 5章では、ヘテロエピ薄膜法により作製された pVSBDの電気特性について述べている。作製された




有効性を実証しただけでなく、pVSBD において 108 cm-2台のエッチピット密度は致命的なキラー欠陥と
して作用しないことも明らかにしている。 












審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 ダイヤモンド半導体の実用化にとって欠かすことのできない基板の問題に、一つの解を与える内容が論
文には記載されている。ダイヤモンド半導体応用の魅力から記載が始まり、実用化されたときのインパクト、
また、実用化までの問題点、その問題点を解決するために行った本論文内容、さらに、将来展望まで記
載されており、学位論文として十分な内容である。 
 
 審査対象者の全体発表では、研究対象の意義、社会的要請、からスタートし、企業との共同研究の経
緯、実験の詳細、得られた結果、今後の展望まで、一連の研究の説明に必要な項目を順に取り上げ、そ
つなく説明ができた。 
 
審査においては以下のような、主な質疑応答があった。 
 
１） エッチピット密度と電気的特性の関係。 
２） 表面研磨の有無と電気的特性の関係。 
３） ｐ+層とｐ層ダイヤモンド薄膜成長の詳細。 
４） ダイヤモンド基板が厚くなった際の問題点。 
 
それぞれにおいて以下の説明が審査対象者よりなされた。 
１） エッチピット密度が基板作製法によって変わること、電気的特性に影響を与えるものと与えないものが
あること、今回の薄膜ヘテロ法では影響を与えないものがおもであることの説明があった。 
２） 研磨なしではリークが多くあり、研磨が必要であることを、データを示しながら、説明した。 
３） それぞれの成膜法、条件の説明、薄膜ヘテロ基板を使う際の注意点の説明があった。 
４） 厚くなることによる、各レイヤー間の物理的な歪、熱的な歪について説明があった。 
 
質疑応答では、自身の実験結果、解析結果をもとに、過去の文献を参照し、論理的な理解を明確に
説明した。また、今後の展望についても俯瞰的な説明があった。 
 
審査員からは、本成果が工学として非常に優れた意義高いものであることが指摘された。 
 
全体の発表質疑応答を通し、また、学位論文の内容ともに、審査員の満足のいくものであった。 
 
 〔最終試験結果〕 
  
 平成２９年３月１３日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
  
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
